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本論文は MOS デバイスシミュレーションの精度向上とその応用に関する研究の成果をまとめたもので，以下の 8
章により構成されている。









第 4 章では， MOS 反転層中の電子移動度の垂直電界依存性を， MOS 反転層のサプバンド構造を計算し， 2 次元電




第 5 章では， MOS 反転層中の電子が高電界で加速された時の伝導現象の解析を行っている。 MOS 反転層中ではサ
ブりてンドが構成され，各サブ、バンドへの電子の占有率が決まるが，電子が MOS 反転層中を高電界により走行し，エネ
ルギーが高くなると電子のサプバンドへの再分配が起こることを示している。ついで，電子の再分配を考慮、した新し















る。高集積 LSI を構成する素子は MOSFET であるが，この MOSFET を高精度でシミュレーションすることが開発
の効率化を進める上で重要になる。 MOSFET 内部では電子は反転層を形成し，その伝導現象の解明が MOSFET シミ
ュレーションの精度を向上させることになる。
本論文では，このような背景に基づいて， MOS デバイスシミュレーションの精度向上を目的として行われたもの






























以上のように，本論文は， LSI MOSFET のデ、パイスシミュレーションにおける移動度モデルと電子の伝導現象につ
いて多くの知見をもたらし，デバイスシミュレーションを用いた LSI 開発に重要な情報を提供するもので，電子工学
に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
